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 要  旨 
酸化亜鉛（ZnO）はワイドバンドギャップ半導体として、透明電極、太陽電池などへの幅広い
応用が期待されている。ZnOのナノ構造の一つである ZnOナノロッドは LEDの表面に成長させ
ることで LEDの表面に凹凸構造を形成することが出来るため、LEDの発光強度を高めることが
出来ると考えられている。また、ナノロッドを様々なデバイスへ応用させるためにナノロッドを
任意の場所に選択成長させることが求められている。ナノロッドの作製方法に水熱法がある。こ
の方法は溶液を加熱して熱の差により母材を析出する方法であり、特徴として真空装置が不要、
構造が簡単、低コスト、低エネルギー消費、析出される結晶の欠陥が非常に少なく、単結晶が得
られやすいことなどが挙げられる。 
このため本研究では、これまでの研究成果を踏まえつつ、水熱法を用いて GaN-LED に ZnO ナ
ノロッドを成長させ、LEDの青色発光へ影響を与えて発光の向上を目指す。またナノロッドを１
本１本を任意の場所に選択成長させることを目指す。まず水熱方法の作製条件を変えたときの
GaN-LED 基板上に成長したナノロッドの密度、長さ、直径（アスペクト比）を調べた。これを
踏まえ、LEDの青色発光への影響を調べるためにナノロッドが堆積されている GaN-LEDに対し
て室温フォトルミネッセンスや、GaN-LED チップに対して発光スペクトルと全光速測定を行い
LED の青色発光への影響を調べた。この結果、100℃、2h、0.001M の径が大きいロッドで効率
とスペクトル強度が向上しており、90℃と 3h の径が小さくものが効率と強度が減少した。これ
はロッドの径が大きいものでは多くの光を伝搬させることが出来るためだと考えられる。 
選択成長に対しては電子ビームリソグラフィ技術（EBL）を用いて GaN/Si 基板にコーティング
したレジストにナノスケールの穴をパターニングし、その穴にナノロッドを成長させる方法と、
GaN を用いない方法としてパターニングした穴に Ag を蒸着してリフトオフを行うことで、Ag
ドットを作製し、そのドット 1つに対してナノロッド１本を成長させることで選択成長を試みた。
GaNを用いたとき、最もナノロッドの本数が多くなる条件で作製し場合では穴全てにナノロッド
が成長せずロッドの形状も不均一であった。このためナノロッド同士がくっついて膜になる条件
を適用して穴にロッドを埋めることを行ったところ、均一な形状のナノロッド 1本 1本を選択的
に成長させることができた。Agドットを用いたとき、ナノロッドの密度は低いがドット 1つに対
してナノロッド１本を成長させ、GaNを使わずとも選択成長を得ることが出来た。 
 
